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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光領域と、前記発光領域に電気的に接続された第１の電極及び第２の電極とを有する
複数のＬＥＤチップと、
　前記複数のＬＥＤチップに対応して設けられた複数の基板と、
　少なくとも前記複数の基板をそれぞれ貫通するスルーホールと、
　糸状の導電性線材で構成された配線と、を備え、
　前記配線は、一つの前記ＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極と
前記一つのＬＥＤチップと隣り合う他のＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前記
第２の電極とを、前記スルーホール内を通過した上で導通する
　発光デバイス。
【請求項２】
　前記スルーホール内において、前記配線の側面の少なくとも一部が、前記スルーホール
の内壁と離間している
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項３】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数の基板において各々の同一の面に形成
され、
　前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、前記第１の電極及び前記第２の電
極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極および前記第２の電極



(2) JP 6264568 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも小さい
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項４】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数の基板において各々の同一の面に形成
され、
　前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、前記第１の電極および前記第２の
電極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極及び前記第２の電極
が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも大きい
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項５】
　前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、前記スルーホール内を通る前記配
線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極が位置する一方の面における前記ス
ルーホールの内面位置が、前記一方の面と対向する他方の面における内面位置よりも、前
記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極側に
近接している
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項６】
　前記第１の電極および前記第２の電極は、各々、導電性材料によって前記配線と接続さ
れている
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項７】
　前記基板は、絶縁体である
　請求項１に記載の発光デバイス。
【請求項８】
　前記発光デバイスは、絶縁性配線を備え、
　前記絶縁性配線は、一つの前記ＬＥＤチップにおける前記スルーホールを通った上で、
前記一つのＬＥＤチップと隣り合う他の前記ＬＥＤチップの前記スルーホールを通り、
　前記絶縁性配線は、前記配線よりも剛性が高い
　請求項１～７のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項９】
　複数のＬＥＤチップが配列された発光デバイスであって、
　前記複数のＬＥＤチップのそれぞれは、
　基板内または前記基板上に形成された発光領域と、を備え、
　前記発光デバイスは、
　前記発光領域に電気的に接続された第１の電極及び第２の電極と、
　少なくとも前記基板を貫通するスルーホールと、
　糸状の導電性線材で構成された配線と、を備え、
　前記配線は、一つの前記ＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極と
、前記一つのＬＥＤチップと隣り合う他のＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前
記第２の電極とを、前記一つのＬＥＤチップおよび前記他のＬＥＤチップが有する前記ス
ルーホール内を通過した上で導通する
　発光デバイス。
【請求項１０】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記基板上に直接形成されている
　請求項９に記載の発光デバイス。
【請求項１１】
　前記ＬＥＤチップは、前記発光領域を挟むようにｎ型半導体層及びｐ型半導体層を積層
した積層体であり、
　前記第１の電極は、前記ｐ型半導体層と導通するアノード電極であり、
　前記第２の電極は、前記ｎ型半導体層と導通するカソード電極であり、
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　前記スルーホールは、前記スルーホールが形成される位置において、前記基板の両面を
貫通する
　請求項９に記載の発光デバイス。
【請求項１２】
　前記基板はｎ型半導体層であり、前記基板の上方にはｐ型半導体層が積層され、
　前記第１の電極は、前記ｐ型半導体層と導通するアノード電極であり、
　前記第２の電極は、前記ｎ型半導体層と導通するカソード電極であり、
　前記スルーホールは、前記スルーホールが形成される位置において、前記基板の両面を
貫通する
　請求項９に記載の発光デバイス。
【請求項１３】
　前記スルーホール内において、前記配線の側面の少なくとも一部が、前記スルーホール
の内壁と離間している
　請求項９～１２のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１４】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数のＬＥＤチップにおけるそれぞれの基
板において各々の同一の面に形成され、
　前記スルーホールが貫通する前記それぞれの基板の両面のうち、前記第１の電極及び前
記第２の電極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極および前記
第２の電極が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも小さい
　請求項９～１３のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１５】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数のＬＥＤチップにおけるそれぞれの基
板において各々の同一の面に形成され、
　前記スルーホールが貫通する前記それぞれの基板の両面のうち、前記第１の電極および
前記第２の電極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極及び前記
第２の電極が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも大きい
　請求項９～１３のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１６】
　前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、前記スルーホール内を通る前記配
線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極が位置する一方の面における前記ス
ルーホールの内面位置が、前記一方の面と対向する他方の面における内面位置よりも、前
記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極側に
近接している
　請求項９～１３のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１７】
　前記第１の電極および前記第２の電極は、各々、導電性材料によって前記配線と接続さ
れている
　請求項９～１６のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１８】
　前記発光デバイスは、絶縁性配線を備え、
　前記絶縁性配線は、一つの前記ＬＥＤチップにおける前記スルーホールを通った上で、
前記一つのＬＥＤチップと隣り合う他の前記ＬＥＤチップの前記スルーホールを通り、
　前記絶縁性配線は、前記配線よりも剛性が高い
　請求項９～１７のいずれか１項に記載の発光デバイス。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の発光デバイスを備える表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、発光デバイスに関し、特に、フレキシブルまたはストレッチャブルな発光デ
バイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の発光素子を規則的に並べて装着し、この発光素子を適宜点滅させて所定の文字、
図形または記号等を表示するディスプレイ装置が知られている。
【０００３】
　このディスプレイ装置では、薄板状の導体を格子状に配置し、導体の縦列および横列の
一方を、アノード、他方をカソードとして、縦列と横列の交点位置に発光素子が装着され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－０５４８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のディスプレイ装置では、配線基板を曲面状に撓ませて使用する際
には、発光デバイスにおいて配線と接続される電極と、配線との接続点に負荷がかかりや
すい。また、配線と電極との接続点に負荷がかかる結果、発光デバイスに設けられた電極
が剥がれるという問題も生じていた。
【０００６】
　本開示は、配線と発光デバイスの接続点にかかる負荷を低減して、発光デバイスの破損
を抑制する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一態様に係る発光デバイスは、発光領域と、前記発光領域に電気的に接続され
た第１の電極及び第２の電極とを有する複数のＬＥＤチップと、前記複数のＬＥＤチップ
に対応して設けられた複数の基板と、少なくとも前記複数の基板をそれぞれ貫通するスル
ーホールと、糸状の導電性線材で構成された配線と、を備え、前記配線は、一つの前記Ｌ
ＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極と前記一つのＬＥＤチップと隣
り合う他のＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極とを、前記スルー
ホール内を通過した上で導通する発光デバイスを提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示の一態様に係る発光デバイスによれば、配線と発光デバイスとの接続点にかかる
負荷を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１に係る発光デバイスを備えたＬＥＤアレイの構成を示す概
念図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る発光デバイスの電気回路図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの構成を示す上面図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの構成を示す上面図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る発光デバイスの製造工程を示す概略図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る発光デバイスの製造工程を示す概略図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る発光デバイスの製造工程を示す概略図である。
【図８】図８は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの製造工程を示す上面図である。
【図９】図９は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの製造工程を示す上面図である。
【図１０】図１０は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの製造工程を示す上面図である。
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【図１１】図１１は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの製造工程を示す上面図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの製造工程を示す上面図である。
【図１３】図１３は、実施の形態１に係るＬＥＤチップの構成を示す上面図である。
【図１４】図１４は、孔径の大きさの異なる複数のスルーホールを有するＬＥＤチップの
構成を示す上面図である。
【図１５】図１５は、実施の形態１に係る発光デバイスの製造工程を示す概略図である。
【図１６】図１６は、実施の形態１に係る発光デバイスの製造工程を示す概略図であり、
（ａ）は図１５に対応する概略図、（ｂ）は（ａ）の一部を拡大した図である。
【図１７】図１７は、実施の形態１に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図１８】図１８は、実施の形態１に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図１９】図１９は、実施の形態１の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【図２０】図２０は、実施の形態２に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２１】図２１は、実施の形態３に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２２】図２２は、実施の形態３に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２３】図２３は、実施の形態４に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２４】図２４は、実施の形態４に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２５】図２５は、実施の形態４の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【図２６】図２６は、実施の形態４の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【図２７】図２７は、実施の形態４の変形例に係る発光デバイスの構成を示す上面図であ
る。
【図２８】図２８は、実施の形態５に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図２９】図２９は、実施の形態５に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図３０】図３０は、実施の形態５に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【図３１】図３１は、実施の形態５の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【図３２】図３２は、実施の形態５の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【図３３】図３３は、実施の形態５の変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１１】
　本開示の一態様に係る発光デバイスは、発光領域と、前記発光領域に電気的に接続され
た第１の電極及び第２の電極とを有する複数のＬＥＤチップと、前記複数のＬＥＤチップ
に対応して設けられた複数の基板と、少なくとも前記複数の基板をそれぞれ貫通するスル
ーホールと、糸状の導電性線材で構成された配線と、を備え、前記配線は、一つの前記Ｌ
ＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極と前記一つのＬＥＤチップと隣
り合う他のＬＥＤチップが有する前記第１の電極または前記第２の電極とを、前記スルー
ホール内を通過した上で導通する。
【００１２】
　この構成によれば、配線がスルーホールを貫通した上で電極と接続されることにより、
配線の可動領域が制限される。したがって、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷を
抑制し、機械的強度の高い発光デバイスを提供することができる。
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【００１３】
　また、上記した一態様において、前記スルーホール内において、前記配線の側面の少な
くとも一部が、前記スルーホールの内壁と離間していてもよい。
【００１４】
　この構成によれば、配線の側面の少なくとも一部がスルーホールの内壁と離間しており
、スルーホール内で動かすことができるので、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷
を抑制することができる。
【００１５】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数の基
板において各々の同一の面に形成され、前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のう
ち、前記第１の電極及び前記第２の電極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が、
前記第１の電極および前記第２の電極が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径
よりも小さくてもよい。
【００１６】
　この構成によれば、配線の可動範囲が制限されることにより、配線と電極との接続点に
かかる機械的負荷をより効果的に抑制できる。
【００１７】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数の基
板において各々の同一の面に形成され、前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のう
ち、前記第１の電極および前記第２の電極が形成された面側の前記スルーホールの孔径が
、前記第１の電極及び前記第２の電極が形成されていない面側の前記スルーホールの孔径
よりも大きくてもよい。
【００１８】
　この構成によれば、配線とスルーホールが接触しやすい領域（孔径が小さい側）を、配
線が接続する電極に対して離れて位置させることで、配線がスルーホールと接触すること
によりダメージを受けるのを抑制することができる。
【００１９】
　また、上記した一態様において、前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、
前記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極が
位置する一方の面における前記スルーホールの内面位置が、前記一方の面と対向する他方
の面における内面位置よりも、前記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１
の電極または前記第２の電極側に近接していてもよい。
【００２０】
　この構成によれば、配線がその撓みに沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホール内
に配置される。したがって、スルーホール内を通過する配線を、電極と容易に接続するこ
とができる。
【００２１】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極および前記第２の電極は、各々、導電
性材料によって前記配線と接続されていていてもよい。
【００２２】
　この構成によれば、配線を第１の電極および第２の電極に固定することができると共に
、配線と第１の電極および第２の電極とを電気的に精度よく接続することができる。
【００２３】
　また、上記した一態様において、前記基板は、絶縁体であってもよい。
【００２４】
　この構成によれば、絶縁体基板に形成されたスルーホールに配線を通過させた後、基板
上にＬＥＤチップを搭載することができる。
【００２５】
　また、上記した一態様において、前記発光デバイスは、さらに、絶縁性配線を備え、前
記絶縁性配線は、一つの前記ＬＥＤチップにおける前記スルーホールを通った上で、前記
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一つのＬＥＤチップと隣り合う他の前記ＬＥＤチップの前記スルーホールを通り、前記絶
縁性配線は、前記配線よりも剛性が高くてもよい。
【００２６】
　この構成によれば、絶縁性配線の剛性を配線の剛性よりも高くすることで、発光デバイ
スが撓み等により変形された際に配線にかかる機械的負荷を低減することができる。
【００２７】
　また、本開示の一態様に係る発光デバイスは、複数のＬＥＤチップが配列された発光デ
バイスであって、前記複数のＬＥＤチップのそれぞれは、基板内または前記基板上に形成
された発光領域と、を備え、前記発光デバイスは、前記発光領域に電気的に接続された第
１の電極及び第２の電極と、少なくとも前記基板を貫通するスルーホールと、糸状の導電
性線材で構成された配線と、を備え、前記配線は、一つの前記ＬＥＤチップが有する前記
第１の電極または前記第２の電極と、前記一つのＬＥＤチップと隣り合う他のＬＥＤチッ
プが有する前記第１の電極または前記第２の電極とを、前記一つのＬＥＤチップおよび前
記他のＬＥＤチップが有する前記スルーホール内を通過した上で導通してもよい。
【００２８】
　この構成によれば、基板の上に発光領域が形成されたＬＥＤデバイスであっても、基板
に形成されたスルーホールを配線が貫通することで、配線の可動領域を制限し、配線と電
極との接続点にかかる機械的負荷を抑制することができる。
【００２９】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記基板上に
直接形成されていてもよい。
【００３０】
　この構成によれば、ＬＥＤチップの基板が発光領域そのものである場合であっても、ス
ルーホールを配線が貫通することで、配線の可動領域を制限し、配線と電極との接続点に
かかる機械的負荷を抑制することができる。
【００３１】
　また、上記した一態様において、前記ＬＥＤチップは、前記発光領域を挟むようにｎ型
半導体層及びｐ型半導体層を積層した積層体であり、前記第１の電極は、前記ｐ型半導体
層と導通するアノード電極であり、前記第２の電極は、前記ｎ型半導体層と導通するカソ
ード電極であり、前記スルーホールは、前記スルーホールが形成される位置において、前
記基板の両面を貫通してもよい。
【００３２】
　また、上記した一態様において、前記基板はｎ型半導体層であり、前記基板の上方には
ｐ型半導体層が積層され、前記第１の電極は、前記ｐ型半導体層と導通するアノード電極
であり、前記第２の電極は、前記ｎ型半導体層と導通するカソード電極であり、前記スル
ーホールは、前記スルーホールが形成される位置において、前記基板の両面を貫通しても
よい。
【００３３】
　この構成によれば、配線がスルーホールを貫通した上で電極と接続されることにより、
配線の可動領域が制限される。したがって、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷を
抑制できる。
【００３４】
　また、上記した一態様において、前記スルーホール内において、前記配線の側面の少な
くとも一部が、前記スルーホールの内壁と離間していてもよい。
【００３５】
　この構成によれば、配線の側面の少なくとも一部がスルーホールの内壁と離間しており
、スルーホール内で動かすことができるので、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷
を抑制することができる。
【００３６】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数のＬ
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ＥＤチップにおけるそれぞれの基板において各々の同一の面に形成され、前記スルーホー
ルが貫通する前記それぞれの基板の両面のうち、前記第１の電極及び前記第２の電極が形
成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極および前記第２の電極が形成
されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも小さくてもよい。
【００３７】
　この構成によれば、配線の可動範囲が制限されることにより、配線と電極との接続点に
かかる機械的負荷をより効果的に抑制できる。
【００３８】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極及び前記第２の電極は、前記複数のＬ
ＥＤチップにおけるそれぞれの基板において各々の同一の面に形成され、前記スルーホー
ルが貫通する前記それぞれの基板の両面のうち、前記第１の電極および前記第２の電極が
形成された面側の前記スルーホールの孔径が、前記第１の電極及び前記第２の電極が形成
されていない面側の前記スルーホールの孔径よりも大きくてもよい。
【００３９】
　この構成によれば、配線とスルーホールが接触しやすい領域（孔径が小さい側）を、配
線が接続する電極に対して離れて位置させることで、配線がスルーホールと接触すること
によりダメージを受けるのを抑制することができる。
【００４０】
　また、上記した一態様において、前記スルーホールが貫通する前記基板の両面のうち、
前記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１の電極または前記第２の電極が
位置する一方の面における前記スルーホールの内面位置が、前記一方の面と対向する他方
の面における内面位置よりも、前記スルーホール内を通る前記配線が接続される前記第１
の電極または前記第２の電極側に近接していてもよい。
【００４１】
　この構成によれば、配線がその撓みに沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホール内
に配置される。したがって、スルーホール内を通過する配線を、電極と容易に接続するこ
とができる。
【００４２】
　また、上記した一態様において、前記第１の電極および前記第２の電極は、各々、導電
性材料によって前記配線と接続されていてもよい。
【００４３】
　この構成によれば、配線を第１の電極および第２の電極に固定することができると共に
、配線と第１の電極および第２の電極とを電気的に精度よく接続することができる。
【００４４】
　また、上記した一態様において、前記発光デバイスは、絶縁性配線を備え、前記絶縁性
配線は、一つの前記ＬＥＤチップにおける前記スルーホールを通った上で、前記一つのＬ
ＥＤチップと隣り合う他の前記ＬＥＤチップの前記スルーホールを通り、前記絶縁性配線
は、前記配線よりも剛性が高くてもよい。
【００４５】
　この構成によれば、絶縁性配線の剛性を配線の剛性よりも高くすることで、発光デバイ
スが撓み等により変形された際に配線にかかる機械的負荷を低減することができる。
【００４６】
　また、本開示の一態様に係る表示装置は、（上記した一態様に係る発光デバイスを備え
る。
【００４７】
　この構成によれば、配線がスルーホールを貫通した上で電極と接続されることにより、
配線の可動領域が制限される。したがって、配線基板を曲面状に撓ませて使用するような
表示装置であっても、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷を抑制した表示装置を提
供することができる。
【００４８】
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　（実施の形態１）
　次に、実施の形態１について説明する。図１は、本実施の形態に係る発光デバイスを備
えたＬＥＤアレイの構成を示す概念図である。
【００４９】
　図１に示すように、発光デバイス１は、マトリクス状に配置された複数のＬＥＤチップ
１０と、複数のデータ線２０で構成されるデータ線群２０ａと、複数のアドレス線３０で
構成されるアドレス線群３０ａとを備えている。
【００５０】
　ＬＥＤチップ１０は、基板上に発光領域１２と、スルーホール１４ａおよび１４ｂとを
有している。
【００５１】
　図１に示すように、データ線２０およびアドレス線３０は、スルーホール１４ａおよび
１４ｂにそれぞれ貫通されている。データ線２０は、ＬＥＤチップ１０のスルーホール１
４ｂを貫通し、アドレス線３０は、スルーホール１４ａを貫通している。
【００５２】
　また、データ線２０は、複数のＬＥＤチップ１０におけるそれぞれ一つのスルーホール
１４ｂを順に貫通し、後述する電極パッド（図１０参照）を介して複数のＬＥＤチップ１
０を列方向に接続している。アドレス線３０は、複数のＬＥＤチップ１０におけるそれぞ
れの他のスルーホール１４ａを順に貫通し、後述する電極パッド（図１０参照）を介して
複数のＬＥＤチップ１０を行方向に接続している。これにより、図１に示したように、デ
ータ線２０とアドレス線３０とにより、複数のＬＥＤチップ１０は、行列方向に布を織る
ように接続されている。スルーホール１４ａおよび１４ｂ内において、アドレス線３０お
よびデータ線２０は、それぞれアドレス線３０およびデータ線２０の側面の少なくとも一
部が、スルーホール１４ａおよび１４ｂの内壁と離間している。
【００５３】
　図２は、発光デバイス１の電気回路図である。図２に示すように、発光デバイス１は、
複数のデータ線２０のそれぞれと複数のアドレス線３０のそれぞれとの間にＬＥＤチップ
１０が接続された構成をしている。発光デバイス１では、アドレス線３０に信号が印加さ
れるタイミングで、データ線２０から供給された信号に応じて、ＬＥＤチップ１０が発光
する。
【００５４】
　図３および図４は、ＬＥＤチップ１０の構成を示す概略図である。なお、図３および図
４に示すＬＥＤチップ１０は、図１に示したＬＥＤチップ１０の１個に対応している。ま
た、図４に示すＬＥＤチップ１０は、図３の構成に電極パッドを設けたものである。
【００５５】
　ＬＥＤチップ１０には、積層体構造として、導電性または絶縁性の基板上にｎ型半導体
層と、活性層と、ｐ型半導体層とが積層されている。例えば、絶縁性基板であるサファイ
ア基板１１の上に、活性層１２ｂ（図１７参照）を含む発光領域１２を有している。また
、ＬＥＤチップ１０には、発光領域１２を挟むように、ｎ型電極１６と、ｐ型電極１７と
が形成されている。
【００５６】
　さらに、図４に示すように、ｎ型パッド電極１８ａと接続されたｎ型電極１６と、ｐ型
パッド電極１８ｂと接続されたｐ型電極１７が形成されている。詳細には、ｎ型パッド電
極１８ａはｎ型電極１６に電気的に接続され、ｎ型パッド電極１８ａと発光領域１２とは
絶縁膜１９（図１８を参照）を介して絶縁されている。また、ｐ型パッド電極１８ｂはｐ
型電極１７に電気的に接続され、ｐ型パッド電極１８ｂと発光領域１２とは、絶縁膜１９
（図１７を参照）を介して絶縁されている。
【００５７】
　発光領域１２は、ｎ型半導体層１２ａ、活性層（発光層）１２ｂおよびｐ型半導体層１
２ｃによって構成される。発光領域１２では、サファイア基板１１の主面（図示せず）に
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下から上に順次、ｎ型半導体層１２ａ、活性層１２ｂおよびｐ型半導体層１２ｃが形成さ
れている。各半導体層の材料としては、活性層１２ｂで発光させる光の波長に応じて適宜
選択することができる。例えば、半導体層の材料として、ＧａＡｓ系やＧａＮ系の化合物
半導体が用いられる。
【００５８】
　発光領域１２は、ｎ型電極（カソード電極）１６とｐ型電極（アノード電極）１７との
間に電圧が印加されることにより、発光領域１２に電流が流れて発光する。
【００５９】
　なお、ｐ型電極１７とｐ型パッド電極１８ｂとは、本開示に係る第１の電極に相当する
。ｎ型電極１６とｎ型パッド電極１８ａとは、本開示に係る第２の電極に相当する。
【００６０】
　スルーホール１４ａおよび１４ｂは、ＬＥＤチップ１０のうち少なくともサファイア基
板１１を貫通するように配置されている。すなわち、ＬＥＤチップ１０において、スルー
ホール１４ａおよび１４ｂは、スルーホールが形成される位置に配置された、少なくとも
サファイア基板１１を貫通するように形成されている。
【００６１】
　データ線２０およびアドレス線３０は、糸状の導電性線材（ワイヤ）であり、例えば、
金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、Ｃｕ（銅）等の金属で構成される金属配線である。本実施の形
態において、アドレス線３０およびデータ線２０は、銅電線である。データ線２０および
アドレス線３０の直径は、例えば０．１ｍｍである。
【００６２】
　なお、アドレス線３０およびデータ線２０は、導電性を有するだけではなく可撓性や伸
縮性を有することが望ましい。この場合、アドレス線３０およびデータ線２０の材料とし
ては、グラファイトやカーボンナノチューブ等のグラフェンを用いることができる。これ
により、発光デバイス１を撓ませたときに生じるアドレス線３０およびデータ線２０の負
荷を緩和させることができる。また、データ線２０およびアドレス線３０は、樹脂により
コーティングされている構成であってもよい。
【００６３】
　データ線２０およびアドレス線３０の各々は、隣り合う２つのＬＥＤチップ１０ごとに
複数設けられている。つまり、行方向においてアドレス線３０とＬＥＤチップ１０とが交
互に設けられているとともに、列方向においてデータ線２０とＬＥＤチップ１０とが交互
に設けられている。
【００６４】
　そして、ＬＥＤチップ１０を介して１つの行方向に接続される複数のアドレス線３０は
、１つの走査線（カソード配線）として構成される。また、ＬＥＤチップ１０を介して１
つの列方向に接続される複数のデータ線２０は、１つのデータ線（アノード配線）として
構成される。アドレス線およびデータ線は、それぞれ、アドレス線群３０ａおよびデータ
線群２０ａとして複数設けられている。
【００６５】
　図２に示したように、本実施の形態において、行方向に配列される複数のＬＥＤチップ
１０については、隣り合うＬＥＤチップ１０のカソード同士がアドレス線３０によって順
次接続される。また、列方向に配列されるＬＥＤチップ１０については、隣り合うＬＥＤ
チップ１０のアノード同士がデータ線２０によって順次接続される。
【００６６】
　また、データ線群２０ａはデータドライバ５０（図１６の（ａ）参照）に接続されてい
る。また、アドレス線群３０ａは、走査データドライバ（ソースドライバ）６０に接続さ
れている。
【００６７】
　データドライバ５０および走査データドライバ６０は、それぞれデータ線２０およびア
ドレス線３０に印加される電圧または電流を制御する。これにより、ＬＥＤチップ１０の
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発光動作が制御される。
【００６８】
　なお、データ線２０は、本開示にかかる第２の配線に相当する。また、アドレス線３０
は、本開示にかかる第１の配線に相当する。
【００６９】
　次に、発光デバイス１の製造方法について説明する。
【００７０】
　図５～図７は、発光デバイス１の製造工程を示す概略図である。
【００７１】
　図５に示すように、まず、発光デバイス１を構成するサファイア基板１１の上に複数の
ＬＥＤデバイスが形成される。ここで、ＬＥＤデバイスとは、ＬＥＤチップがチップ毎に
分割される前の状態のことをいう。ＬＥＤデバイス（ＬＥＤチップ）１０の形成方法につ
いては後に詳述する。
【００７２】
　次に、図６に示すように、サファイア基板１１にスルーホール１４ａおよび１４ｂが形
成される。レーザーを用いて、サファイア基板１１の両面を貫通する複数のスルーホール
１４ａおよび１４ｂが形成される。スルーホール１４ａおよび１４ｂは、ＬＥＤデバイス
（ＬＥＤチップ）１０における発光領域１２の周辺に複数形成される。詳細については後
に説明するが、スルーホール１４ａおよび１４ｂは、例えば、ＬＥＤデバイス（ＬＥＤチ
ップ）１０の発光領域１２の近傍に設けられてもよい。また、スルーホール１４ａおよび
１４ｂは、ＬＥＤデバイス（ＬＥＤチップ）１０の電極（例えば、ｎ型パッド電極１８ａ
またはｐ型パッド電極１８ｂ）が形成された領域内に設けられてもよい。
【００７３】
　その後、図７に示すように、サファイア基板１１をダイシングし、ＬＥＤデバイスをそ
れぞれ分割し、ＬＥＤチップ１０とする。
【００７４】
　ここで、ＬＥＤチップ（ＬＥＤデバイス）１０の製造方法について説明する。
【００７５】
　図８～図１４は、ＬＥＤチップ１０の製造工程を示す上面図である。
【００７６】
　はじめに、サファイア基板１１上に半導体層が積層された基板（積層体構造）を用意す
る。ここで、半導体層とは、発光領域１２を構成する層であり、発光領域１２は、ｎ型半
導体層１２ａ、活性層１２ｂおよびｐ型半導体層１２ｃがこの順に積層されている。そし
て、レジストまたはＳｉＯ２等をマスクにして、図８に示すように活性層１２ｂおよび１
２ｃを残し、図１２に示すようにｎ型半導体層１２ａが露出されるように、当該積層体構
造がエッチングされる。これにより、ＬＥＤチップ１０において、ｎ型半導体層１２ａが
露出される。
【００７７】
　次に、図９に示すように、ｎ型半導体層１２ａを残してサファイア基板１１が露出され
るように、ｎ型半導体層１２ａを除く領域の半導体層がエッチングされる。
【００７８】
　さらに、ｐ型半導体層１２ｃ（または、ｐ型電極１７）とｎ型半導体層１２ａ（または
、ｎ型電極１６）とが短絡しないように、ｐｎ接合の絶縁のための絶縁膜（図示せず）が
形成される。
【００７９】
　続いて、図１０に示すように、ｎ型半導体層１２ａにｎ型電極１６が形成される。ｎ型
電極は、例えば、ｎ型半導体層１２ａにおいて、ｎ型半導体層１２ａの２辺に並行するよ
うにＬ字状に形成されている。
【００８０】
　次に、図１１に示すように、ｐ型半導体層１２ｃの上にｐ型電極１７が形成される。ｐ
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型電極１７は、ｐ型半導体層１２ｃの上に、ｐ型半導体層１２ｃの形状とほぼ同様の形状
に形成される。
【００８１】
　また、図１２に示すように、ＬＥＤチップ１０にスルーホール１４ａおよび１４ｂが形
成される。スルーホール１４ａおよび１４ｂは、上記したようにレーザー加工により形成
される。
【００８２】
　さらに、ｎ型電極１６とｐ型電極１７に対して、それぞれｎ型パッド電極１８ａおよび
ｐ型パッド電極１８ｂが形成される。ｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂ
は、例えば銅により構成され、所定の形状にパターニング形成されている。これにより、
ｎ型電極１６とｎ型パッド電極１８ａとが電気的に接続され、ｐ型電極１７とｐ型パッド
電極１８ｂとが電気的に接続される。
【００８３】
　以上により、図１３に示すＬＥＤチップ１０が完成する。この構成によれば、配線（ア
ドレス線３０およびデータ線２０）がスルーホール１４ａおよび１４ｂを貫通した上で電
極（ｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂ）と接続される。これにより、配
線の可動領域が制限され、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷を抑制できる。
【００８４】
　なお、上記したＬＥＤチップ１０の各構成を形成する場合、パターニングに使用するマ
スクパターンは、上記した実施の形態に示したパターンに限らず他のパターンであっても
よい。また、発光デバイス１の製造工程は、上記した工程に限らず、工程の順を入れ替え
たり他の工程を追加したりしてもよい。また、スルーホール１４ａおよび１４ｂの形成は
、ＬＥＤチップ１０のｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂの形成後に行っ
てもよいし、ＬＥＤチップ１０のｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂの形
成の前に行ってもよい。この構成によれば、スルーホール１４ａおよび１４ｂと、ｎ型パ
ッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂとを容易に形成することができる。
【００８５】
　また、スルーホール１４ａおよび１４ｂは、サファイア基板１１だけでなく、サファイ
ア基板１１、ｐ型半導体層１２ｃおよびｎ型半導体層１２ａを有する積層体を貫通するよ
うに形成されていてもよい。また、積層体のうち、ｎ型半導体層１２ａおよびｐ型半導体
層１２ｃの少なくとも一層を貫通するように形成されていてもよい。
【００８６】
　この構成によれば、データ線２０およびアドレス線３０で構成される配線がスルーホー
ル１４ａおよび１４ｂを貫通した上で電極（ｎ型電極１６またはｐ型電極１７）と接続さ
れるので、配線の可動領域が制限される。これにより、配線と電極との接続点にかかる機
械的負荷を抑制できる。
【００８７】
　また、ＬＥＤチップ１０に設けられるスルーホール１４ａおよび１４ｂは、上記した発
光デバイス１のように２つに限らず、より多くのスルーホールが設けられてもよい。この
場合、各スルーホールの孔径は統一する必要は無く、異なる大きさの孔径を有する複数の
スルーホールを形成してもよい。以下にその一例を示す。
【００８８】
　図１４は、孔径の大きさの異なる複数のスルーホールを有するＬＥＤチップ１０の構成
を示す上面図である。
【００８９】
　図１４に示すように、ＬＥＤチップ１０は、上記した発光デバイス１のＬＥＤチップ１
０のスルーホール１４ａおよび１４ｂに加えて、スルーホール１４ｃ、１４ｄ、１４ｅお
よび１４ｆを備えていてもよい。ここで、スルーホール１４ａ、１４ｃおよび１４ｅは、
ｎ型パッド電極１８ａの内部に形成されている。また、スルーホール１４ｂ、１４ｄおよ
び１４ｆは、ｐ型パッド電極１８ｂの内部に形成されている。
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【００９０】
　ｎ型パッド電極１８ａに形成されたスルーホール１４ａ、１４ｃ、１４ｅの孔径は、ス
ルーホール１４ａの孔径が最も大きく、続いてスルーホール１４ｃ、１４ｅの順に小さく
形成されており、スルーホール１４ｅの孔径が最も小さく形成されている。同様に、ｐ型
パッド電極１８ｂに形成されたスルーホール１４ｂ、１４ｄ、１４ｆの孔径は、スルーホ
ール１４ｂの孔径が最も大きく、続いてスルーホール１４ｄ、１４ｆの順に小さく形成さ
れており、スルーホール１４ｆの孔径が最も小さく形成されている。
【００９１】
　このように、孔径の異なる複数のスルーホールを形成することにより、配線の径に応じ
て孔径の異なるスルーホールを使用することができ、簡便かつ効率よく配線の受ける機械
的負荷を低減することができる。
【００９２】
　完成したＬＥＤチップ１０は、スルーホール１４ａおよび１４ｂにそれぞれアドレス線
３０およびデータ線２０が貫通される。データ線２０は、複数のＬＥＤチップ１０のスル
ーホール１４ｂを順に貫通し、列方向に複数のＬＥＤチップ１０を接続する。アドレス線
３０は、複数のＬＥＤチップ１０のスルーホール１４ａを順に貫通し、行方向に複数のＬ
ＥＤチップ１０を接続する。このように、発光デバイス１では、複数のＬＥＤチップ１０
がデータ線２０とアドレス線３０によって行列方向に布を織るように接続される。複数の
ＬＥＤチップ１０の接続方法については、後に詳述する。
【００９３】
　さらに、図１５に示すように、複数のＬＥＤチップ１０が行列方向に布を織るように接
続された発光デバイス１は、可撓性樹脂材等で構成されるフィルム４０に固定される。こ
れにより、例えば、パネルのフレキシブル基板等に発光デバイス１を設けることができる
。
【００９４】
　さらに、図１６の（ａ）に示すように、フィルム４０に固定された発光デバイス１にお
いて、データ線２０およびアドレス線３０は、それぞれデータドライバ５０および走査デ
ータドライバ６０に接続される。これにより、データドライバ５０および走査データドラ
イバ６０により、ＬＥＤチップ１０の発光動作を制御することができる。
【００９５】
　ここで、データ線２０およびアドレス線３０による複数のＬＥＤチップ１０の接続方法
の一例を示す。
【００９６】
　図１７は、図１６の（ｂ）に示した発光デバイス１のＡ－Ａ’線における断面図である
。図１８は、図１６の（ｂ）に示した発光デバイス１のＢ－Ｂ’線における断面図である
。なお、図１７および図１８におけるＬＥＤチップ１０ａ～１０ｃは、図１６の（ｂ）に
示したＬＥＤチップ１０ａ～１０ｃに対応している。
【００９７】
　図１７に示すように、配線であるデータ線２０は、一つのＬＥＤチップ１０ａの表面に
形成されたｐ型パッド電極１８ｂに、導電性材料（例えば導電性樹脂）１８ｃによって接
続され、ＬＥＤチップ１０ａに形成されたスルーホール１４ｂを表面から裏面へと貫通す
る。さらに、データ線２０は、他のＬＥＤチップ１０ｂに形成されたスルーホール１４ｂ
を裏面から表面に貫通し、当該他のＬＥＤチップ１０ｂの表面に形成されたｐ型パッド電
極１８ｂに、導電性樹脂１８ｃによって接続される。
【００９８】
　これにより、ＬＥＤチップ１０ａのスルーホール１４ｂを貫通したデータ線２０は、隣
り合うＬＥＤチップ１０ｂと電気的に接続され、かつ、データ線２０の可動領域が制限さ
れる構成となる。これにより、データ線２０と各ｐ型パッド電極１８ｂとの接続点にかか
る機械的負荷を抑制することができる。
【００９９】
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　また、図１８に示すように、配線であるアドレス線３０は、一つのＬＥＤチップ１０ａ
の表面に形成されたｎ型パッド電極１８ａに、導電性材料（例えば導電性樹脂）１８ｄに
よって接続され、ＬＥＤチップ１０ａに形成されたスルーホール１４ａを表面から裏面へ
と貫通する。さらに、アドレス線３０は、他のＬＥＤチップ１０ｃに形成されたスルーホ
ール１４ａを裏面から表面に貫通し、当該ＬＥＤチップ１０ｃの表面に形成されたｎ型パ
ッド電極１８ａに、導電性樹脂１８ｃによって接続される。
【０１００】
　これにより、ＬＥＤチップ１０ａのスルーホール１４ａを貫通したアドレス線３０は、
隣り合うＬＥＤチップ１０ｃと電気的に接続され、かつ、アドレス線３０の可動領域が制
限される構成となる。これにより、アドレス線３０と各ｎ型パッド電極１８ａとの接続点
にかかる機械的負荷を抑制することができる。
【０１０１】
　以上により、本実施の形態に係る発光デバイス１が完成する。
【０１０２】
　以上の構成によれば、配線（データ線２０とアドレス線３０）がスルーホールを貫通し
た上で電極と接続されることにより、配線の可動領域が制限される。したがって、配線と
電極との接続点にかかる機械的負荷を抑制できる。
【０１０３】
　なお、上記したＬＥＤチップ１０の各構成を形成する場合、パターニングに使用するマ
スクパターンは、上記した実施の形態に示したパターンに限らず他のパターンであっても
よい。また、発光デバイス１の製造工程は、上記した工程に限らず、工程の順を入れ替え
たり他の工程を追加したりしてもよい。また、スルーホール１４ａおよび１４ｂの形成は
、ＬＥＤチップ１０のｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂの形成後に行っ
てもよいし、ＬＥＤチップ１０のｎ型パッド電極１８ａおよびｐ型パッド電極１８ｂの形
成の前に行ってもよい。以上の構成によれば、スルーホールと、ｎ型パッド電極およびｐ
型パッド電極とを容易に形成することができる。
【０１０４】
　また、スルーホール１４ａおよび１４ｂは、基板だけでなく、サファイア基板１１、ｐ
型半導体層１２ｃおよびｎ型半導体層１２ａを有する積層体を貫通するように形成されて
いてもよい。また、積層体のうち、ｎ型半導体層１２ａおよびｐ型半導体層１２ｃの少な
くとも一層を貫通するように形成されていても良い。この構成によれば、データ線２０お
よびアドレス線３０で構成される配線がスルーホール１４ａおよび１４ｂを貫通した上で
電極（ｎ型電極１６またはｐ型電極１７）と接続されるので、配線の可動領域が制限され
る。これにより、配線と電極との接続点にかかる機械的負荷を抑制できる。
【０１０５】
　また、基板は、上記したサファイア基板１１に限らず、導電性の基板であってもよいし
、ｎ型半導体層で構成されていてもよい。導電性の基板としては、例えば酸化物半導体で
あってもよい。また、ｎ型半導体層としては、例えばＧａＮであってもよい。これにより
、発光デバイス１を容易に形成することができる。この場合、スルーホール１４ａおよび
１４ｂは、積層体構造の両面、すなわち、積層体構造の表面から裏面を貫通するように形
成されていればよい。すなわち、例えばスルーホール１４ａおよび１４ｂを形成する位置
における積層体構造がｎ型半導体層のみで構成されている場合は、当該ｎ型半導体層に対
し、積層体構造の両面を貫通するようにスルーホール１４ａおよび１４ｂを形成すればよ
い。
【０１０６】
　以上、本実施の形態に係る発光デバイス１によると、一つのＬＥＤチップ１０ａのｐ型
パッド電極１８ｂおよびｎ型パッド電極１８ａに接続された配線、すなわち、データ線２
０およびアドレス線３０が当該一つのＬＥＤチップ１０ａに形成されたスルーホール１４
ｂおよび１４ａをそれぞれ貫通した上で他のＬＥＤチップ１０ｂおよび１０ｃの電極と接
続されることにより、配線の可動領域が制限される。これにより、配線と電極との接続点
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にかかる機械的負荷を抑制することができる。
【０１０７】
　（実施の形態１の変形例）
　次に、実施の形態１の変形例について説明する。本変形例に係る発光デバイスは、ＬＥ
Ｄチップを構成する基板が半導体基板であり、この半導体基板にスルーホールが設けられ
ているものである。
【０１０８】
　図１９は、ＬＥＤチップ１００ａおよび１００ｂの構成を示す断面図である。なお、図
１９において、データ線２０およびアドレス線３０を合わせて配線１７０と示している。
【０１０９】
　図１９に示すように、ＬＥＤチップ１００ａおよび１００ｂは、基板１１１上に、第１
の電極であるｐ型パッド電極１１８ｂと第２の電極であるｎ型パッド電極１１８ａとを備
えている。ここで、基板１１１には、半導体基板が用いられている。基板１１１は、例え
ば、ｎ型の半導体層からなる基板である。ここで、基板１１１は、その内部に、上述した
実施の形態１で述べたように、ｎ型半導体層、活性層（発光層）、ｐ型半導体層からなる
積層構造を備えていてもよい。
【０１１０】
　ｎ型パッド電極１１８ａおよびｐ型パッド電極１１８ｂと、スルーホール１１４を貫通
する配線１７０との間には、絶縁膜（図示せず）が形成されている。例えば、絶縁膜は、
スルーホール１１４の内面に形成されている。絶縁膜をスルーホール１１４の内面に形成
することにより、ｎ型パッド電極１１８ａおよびｐ型パッド電極１１８ｂと配線との間の
絶縁性を確保することができる。なお、絶縁膜は、スルーホール１１４だけでなく配線に
形成されていてもよい。例えば、配線は樹脂によりコーティングされている構成であって
もよい。
【０１１１】
　配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ａの表面に形成されたｐ型パッド電極１１８ｂに接
続され、ＬＥＤチップ１００ａに形成されたスルーホール１１４を表面から裏面へと貫通
する。さらに、配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ｂに形成されたスルーホール１１４を
裏面から表面に貫通し、他のＬＥＤチップ１００ｂの表面に形成されたｐ型パッド電極１
１８ｂに接続される。
【０１１２】
　これにより、配線１７０は、隣り合うＬＥＤチップ１００ａおよび１００ｂとの間で電
気的に接続され、かつ、配線１７０の可動領域が制限される構成となる。したがって、配
線１７０と各ｐ型パッド電極１１８ｂとの接続点にかかる機械的負荷を抑制することがで
きる。
【０１１３】
　なお、図１９では、配線１７０がｐ型パッド電極１１８ｂ同士を接続した発光デバイス
について説明したが、この例に限られない。配線１７０は、隣り合うＬＥＤチップ１００
ａおよび１００ｂとの間で接続される際に、スルーホール１１４を通過していればよく、
ｎ型パッド電極１１８ａ同士を接続するものであってもよい。また、ＬＥＤチップ１００
ａのｎ型パッド電極１１８ａと、これに隣り合うＬＥＤチップ１００ｂのｐ型パッド電極
１１８ｂとを接続するものであってもよい。
【０１１４】
　なお、スルーホール１１４を貫通する配線１７０は、データ線２０およびアドレス線３
０に限らず、導電性を有しない絶縁性配線であってもよい。この場合、絶縁性配線はｎ型
パッド電極１１８ａおよびｐ型パッド電極１１８ｂには接続されず、他の複数のＬＥＤチ
ップのスルーホール１１４を順に貫通して、複数のＬＥＤチップを機械的に接続するため
に用いる。
【０１１５】
　以上、本変形例に係る発光デバイスによると、ＬＥＤチップ１００ａおよび１００ｂを
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構成する基板が半導体基板である場合にも、ＬＥＤチップ１００ａおよび１００ｂのスル
ーホール１１４を順に貫通して複数のＬＥＤチップを接続することにより、配線と電極と
の接続点にかかる機械的負荷を抑制することができる。
【０１１６】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について説明する。
【０１１７】
　図２０は、本実施の形態に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【０１１８】
　本実施の形態に係る発光デバイスが実施の形態１に係る発光デバイスと異なる点は、複
数のスルーホールが設けられた基板の上に、ＬＥＤチップが実装されている点である。ス
ルーホールを有する基板は、ＬＥＤの発光領域を形成する基板とは異なっていてもよい。
すなわち、スルーホールを有する基板は、導電性の基板でなくてもよい。
【０１１９】
　図２０に示すように、ＬＥＤチップ１０ｄは、サファイア基板１１と、カソード電極で
あるｎ型パッド電極１８ａと、アノード電極であるｐ型パッド電極１８ｂとを備えている
。発光領域１２は、サファイア基板１１上にｎ型半導体層１２ａと、活性層１２ｂと、ｐ
型半導体層１２ｃとが積層された構成をしている。ｎ型パッド電極１８ａとｐ型パッド電
極１８ｂとは、サファイア基板１１の側面を介してサファイア基板１１の裏面にまで伸び
ている。
【０１２０】
　一方、サファイア基板１１は、スルーホール１２４ａおよび１２４ｂが形成された別の
基板１２０の上に実装されている。基板１２０には、スルーホール１２４ａの開口の周囲
の基板表面上にｎ型接続電極１２８ａが形成されている。また、基板１２０には、スルー
ホール１２４ｂの開口の周囲の基板表面上にｐ型接続電極１２８ｂが形成されている。ｎ
型接続電極１２８ａとｐ型接続電極１２８ｂは、それぞれｎ型パッド電極１８ａおよびｐ
型パッド電極１８ｂと電気的に接続されている。なお、基板１２０は、一例としてプリン
ト基板やガラス基板でもよい。
【０１２１】
　ＬＥＤチップ１０ｄのｐ型接続電極１２８ｂにはデータ線２０が接続されている。デー
タ線２０は、ＬＥＤチップ１０ｄのスルーホール１２４ｂを貫通し、隣り合うＬＥＤチッ
プ１０ｅのスルーホール１２４ｂを貫通して、ＬＥＤチップ１０ｅのｐ型接続電極１２８
ｂと接続される。
【０１２２】
　また、ＬＥＤチップ１０ｄのｎ型接続電極１２８ａにはアドレス線３０が接続されてい
る。アドレス線３０は、ＬＥＤチップ１０ｄのスルーホール１２４ａを貫通し、隣り合う
ＬＥＤチップ１０ｅのスルーホール１２４ａを貫通して、ＬＥＤチップ１０ｅのｎ型接続
電極１２８ａと接続される。
【０１２３】
　データ線２０とＬＥＤチップ１０ｄのｐ型接続電極１２８ｂ、およびデータ線２０とＬ
ＥＤチップ１０ｅのｐ型接続電極１２８ｂとは、上述した実施の形態１で述べたのと同様
に、ｐ型接続電極１２８ｂの上面に導電性樹脂１２８ｃを形成することによって接続して
もよい。
【０１２４】
　同様に、アドレス線３０とＬＥＤチップ１０ｄのｎ型接続電極１２８ａ、およびアドレ
ス線３０とＬＥＤチップ１０ｅのｎ型接続電極１２８ａとも、ｎ型接続電極１２８ａの上
面に導電性樹脂１２８ｄを形成することによって接続してもよい。
【０１２５】
　なお、本実施の形態では、サファイア基板１１と基板１２０とは、表面実装により電極
間を接続する構成を示したが、ワイヤボンディングなどで接続をとってもよい。
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【０１２６】
　以上、本実施の形態に係る発光デバイスによると、複数のスルーホールを有する基板と
複数のＬＥＤチップ１０とを別々に用意することができる。したがって、発光デバイスの
製造が容易である。
【０１２７】
　（実施の形態３）
　次に、実施の形態３について説明する。
【０１２８】
　図２１および図２２は、本実施の形態に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【０１２９】
　本実施の形態に係る発光デバイスが実施の形態１および２に示した発光デバイスと異な
る点は、スルーホールの内部が導電性の材料で被覆されている点である。
【０１３０】
　図２１に示すように、ＬＥＤチップ１０ｆおよび１０ｇのサファイア基板１１に設けら
れたスルーホール１４ｂの内面は、ｐ型パッド電極１３８ｂで被覆されている。このよう
に、スルーホール１４ｂの内面がｐ型パッド電極１３８ｂで被覆されると、データ線２０
との電気的接続が容易に行える。
【０１３１】
　同様に、図２２に示すように、ＬＥＤチップ１０ｆおよび１０ｈのサファイア基板１１
に設けたスルーホール１４ａの内面は、ｎ型パッド電極１３８ａで被覆されている。この
ように、スルーホール１４ａの内面がｎ型パッド電極１３８ａで被覆されると、配線３０
との電気的接続が容易に行える。
【０１３２】
　なお、スルーホール１４ａおよび１４ｂを貫通する配線は、データ線２０およびアドレ
ス線３０に限らず、導電性を有しない絶縁性配線であってもよい。この場合、絶縁性配線
はｎ型パッド電極１３８ａおよびｐ型パッド電極１３８ｂには接続されず、他の複数のＬ
ＥＤチップのスルーホールを順に貫通して、複数のＬＥＤチップを機械的に接続するもの
であってもよい。導電性を有しない絶縁性配線をスルーホールに貫通する場合については
、後に詳述する。
【０１３３】
　以上、本実施の形態に係る発光デバイスによると、スルーホールの内部が導電性の材料
で被覆されているので、ｎ型パッド電極１３８ａまたはｐ型パッド電極１３８ｂと、スル
ーホールを貫通する配線との電気的接続を容易にすることができる。
【０１３４】
　（実施の形態４）
　次に、実施の形態４について説明する。
【０１３５】
　上記した発光デバイスは、導電性を有する配線だけでなく、導電性を有しない絶縁性配
線を有してもよい。以下、絶縁性配線を有する発光デバイスについて説明する。
【０１３６】
　図２３および図２４は、本実施の形態に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【０１３７】
　図２３に示すように、本実施の形態に係る発光デバイスは、ＬＥＤチップ１０ｉの基板
１１の表面にカソード電極であるｎ型パッド電極１８ａを備え、ＬＥＤチップ１０ｉと隣
り合うＬＥＤチップ１０ｊの基板１１の表面にアノード電極であるｐ型パッド電極１８ｂ
を備えている。また、ＬＥＤチップ１０ｉ、１０ｊには、それぞれスルーホール１４ａ、
１４ｂおよび１４４が形成されている。また、ＬＥＤチップ１０ｉのｎ型パッド電極１８
ａには、導電性を有する配線１７０（例えば、データ線２０またはアドレス線３０）が導
電性樹脂１８ｃにより接続されている。
【０１３８】
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　配線１７０は、ＬＥＤチップ１０ｉに形成されたスルーホール１４ａを貫通し、隣り合
う他のＬＥＤチップ１０ｊのスルーホール１４ｂを貫通してｐ型パッド電極１８ｂに導電
性樹脂１８ｃにより接続されている。すなわち、スルーホール１４ａおよび１４ｂを介し
て、ＬＥＤチップ１０ｉのｎ型パッド電極１８ａとＬＥＤチップ１０ｊのｐ型パッド電極
１８ｂとが接続されている。
【０１３９】
　また、ＬＥＤチップ１０ｉに形成されたスルーホール１４４には、導電性を有しない絶
縁性配線１８０が貫通している。絶縁性配線１８０は、例えば、樹脂材料で構成される。
また、絶縁性配線１８０は、金属性配線を樹脂材料等の絶縁性物質で被覆したものであっ
てもよい。絶縁性配線１８０は、隣り合うＬＥＤチップ１０ｊのスルーホール１４４も貫
通している。絶縁性配線１８０は、さらに、隣り合う複数のＬＥＤチップ（図示せず）の
スルーホールを順に貫通し、複数のＬＥＤチップにより、布状の発光デバイスが形成され
ている。このように、絶縁性配線１８０を用いることにより、複数のＬＥＤチップは絶縁
性配線１８０により互いに固定されるため、機械的強度の高い布状の発光デバイスを得る
ことができる。
【０１４０】
　ここで、絶縁性配線１８０は、配線１７０よりも剛性が高い材料により形成されていて
もよい。絶縁性配線１８０の剛性を配線１７０の剛性よりも高くすることで、発光デバイ
スが撓み等により変形された際に配線１７０にかかる機械的負荷をより低減することがで
きる。
【０１４１】
　なお、配線１７０は、ＬＥＤチップ１０ｉにおけるｎ型パッド電極１８ａとＬＥＤチッ
プ１０ｊにおけるｐ型パッド電極１８ｂとを接続することに限らず、隣り合うＬＥＤチッ
プ１０ｉおよび１０ｊのｐ型パッド電極１８ｂ同士またはｎ型パッド電極１８ａ同士を接
続してもよい。
【０１４２】
　例えば、図２４に示すように、配線１７０は、ＬＥＤチップ１０ｉのｐ型パッド電極１
８ｂに接続されている。そして、配線１７０は、ＬＥＤチップ１０ｉに形成されたスルー
ホール１４ｂを貫通し、隣り合うＬＥＤチップ１０ｋのｐ型パッド電極１８ｂに接続され
ている。これにより、配線１７０により隣り合うＬＥＤチップ１０ｉおよび１０ｋのｐ型
パッド電極１８ｂ同士が接続される。
【０１４３】
　なお、配線１７０は、ＬＥＤチップ１０ｉのｎ型パッド電極１８ａに接続され、ＬＥＤ
チップ１０ｉに形成されたスルーホール１４ａを貫通し、隣り合う他のＬＥＤチップ１０
ｋのｎ型パッド電極１８ａに接続されてもよい。これにより、配線１７０により隣り合う
ＬＥＤチップ１０ｉおよび１０ｋのｎ型パッド電極１８ａ同士が接続される。
【０１４４】
　このように、絶縁性配線１８０を用いることにより、複数のＬＥＤチップが互いに固定
されるため、機械的強度の高い布状の発光デバイスを得ることができる。
【０１４５】
　（実施の形態４の変形例）
　次に、実施の形態４の変形例について説明する。
【０１４６】
　図２５および図２６は、本変形例に係る発光デバイスの構成を示す断面図である。
【０１４７】
　本実施の形態に係る発光デバイスが実施の形態４にかかる発光デバイスと異なる点は、
ＬＥＤチップを構成する基板が半導体基板であり、この半導体基板にスルーホールが設け
られている点である。半導体基板とは、半導体層が積層された基板（積層体構造）である
。ここで、半導体層とは、上述した各実施の形態のように、発光領域１２を構成する層で
あり、発光領域１２は、ｎ型半導体層１２ａ、活性層１２ｂおよびｐ型半導体層１２ｃが
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この順に積層されている。
【０１４８】
　図２５に示すように、本変形例に係る発光デバイスにおいて、各ＬＥＤチップ１００ｃ
および１００ｄは、それぞれ、基板（積層体構造）１１１の裏面にカソード電極であるｎ
型パッド電極１１８ａを備え、基板（積層体構造）１１１の表面にアノード電極であるｐ
型パッド電極１１８ｂを備えている。
【０１４９】
　また、ＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄには、それぞれスルーホール１５４ａおよ
び１５４ｂが形成されている。また、ＬＥＤチップ１００ｃのｐ型パッド電極１１８ｂに
は、導電性を有する配線１７０（例えば、データ線２０またはアドレス線３０）が接続さ
れている。
【０１５０】
　配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ｃに形成されたスルーホール１５４ａを貫通し、隣
り合うＬＥＤチップ１００ｄのｎ型パッド電極１１８ａに接続されている。すなわち、ス
ルーホール１５４ａを介して、ＬＥＤチップ１００ｃのｐ型パッド電極１１８ｂと、隣り
合うＬＥＤチップ１００ｄのｎ型パッド電極１１８ａとが接続されている。
【０１５１】
　また、ＬＥＤチップ１００ｃに形成されたスルーホール１５４ｂには、導電性を有しな
い絶縁性配線１８０が貫通している。絶縁性配線１８０は、例えば、樹脂材料で構成され
る。また、絶縁性配線１８０は金属性配線を樹脂材料等の絶縁性物質で被覆したものであ
ってもよい。絶縁性配線１８０は、隣り合うＬＥＤチップ１００ｄのスルーホール１５４
ｂを貫通している。絶縁性配線１８０は、さらに、隣り合う複数のＬＥＤチップ（図示せ
ず）のスルーホール１５４ｂを順に貫通し、複数のＬＥＤチップにより、布状の発光デバ
イスが形成されている。このように、絶縁性配線１８０を用いることにより、複数のＬＥ
Ｄチップは絶縁性配線１８０により互いに固定されるため、機械的強度の高い布状の発光
デバイスを得ることができる。
【０１５２】
　ここで、絶縁性配線１８０は、配線１７０よりも剛性が高い材料により形成されていて
もよい。絶縁性配線１８０の剛性を配線１７０の剛性よりも高くすることで、発光デバイ
スが撓み等により変形された際に配線１７０にかかる機械的負荷をより低減することがで
きる。
【０１５３】
　なお、配線１７０は、図２５においては、ＬＥＤチップ１００ｃにおけるｐ型パッド電
極１１８ｂとＬＥＤチップ１００ｄにおけるｎ型パッド電極１１８ａとを接続する例を示
したが、これに限らず、隣り合うＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄのｐ型パッド電極
１１８ｂ同士またはｎ型パッド電極１１８ａ同士を接続してもよい。
【０１５４】
　例えば、図２６に示すように、ＬＥＤチップ１００ｃにおけるｐ型パッド電極１１８ｂ
とＬＥＤチップ１００ｄにおけるｐ型パッド電極１１８ｂとを接続してもよい。図２６に
おいては、配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ｃのｐ型パッド電極１１８ｂに接続されて
いる。そして、配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ｃに形成されたスルーホール１５４ａ
を貫通し、隣り合うＬＥＤチップ１００ｄのｐ型パッド電極１１８ｂに接続されている。
これにより、隣り合うＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄのｐ型パッド電極１１８ｂ同
士が配線１７０によって接続される。
【０１５５】
　なお、配線１７０は、ＬＥＤチップ１００ｃのｎ型パッド電極１１８ａに接続され、Ｌ
ＥＤチップ１００ｃに形成されたスルーホール１５４ａを貫通し、さらに、隣り合うＬＥ
Ｄチップ１００ｄのスルーホール１５４ａを貫通してｎ型パッド電極１１８ａに接続され
てもよい。これにより、隣り合うＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄのｎ型パッド電極
１１８ａ同士が配線１７０によって接続される。
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【０１５６】
　このように、絶縁性配線１８０を用いることにより、複数のＬＥＤチップは絶縁性配線
１８０により互いに固定されるため、機械的強度の高い布状の発光デバイスを得ることが
できる。
【０１５７】
　図２７は、本変形例に係る発光デバイスの構成を示す上面図である。
【０１５８】
　図２７に示すように、ＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄは、配線１７０が通る第１
のスルーホール１５４ａと、絶縁性配線１８０が通る第２のスルーホール１５４ｂとを有
している。また、隣り合うＬＥＤチップ１００ｃおよび１００ｄとの間で、第２のスルー
ホール１５４ｂ同士の距離は、第１のスルーホール１５４ａ同士の距離よりも短くなるよ
うに配置されている。このように、配線１７０が通る第１のスルーホール１５４ａ同士の
距離と、絶縁性配線１８０が通る第２のスルーホール１５４ｂ同士の距離とを変えること
により、発光デバイスの機械的強度を調整することができる。また、絶縁性配線１８０が
通る第２のスルーホール１５４ｂ同士の間の距離を第１のスルーホール１５４ａ同士の距
離よりも短くすることで、配線にかかる負荷および配線と電極との接続点にかかる負荷を
より低減することができる。
【０１５９】
　（実施の形態５）
　次に、実施の形態５について説明する。本実施の形態に係る発光デバイスが実施の形態
１～４に示した発光デバイスと異なる点は、ＬＥＤチップに設けられたスルーホールの孔
径が、基板の表面と裏面とで異なる点である。
【０１６０】
　図２８～図３０は、本実施の形態に係る発光デバイスのＬＥＤチップの構成を示す断面
図である。
【０１６１】
　図２８に示すように、ＬＥＤチップ１０ｌおよび１０ｍは、基板１１と、カソード電極
であるｎ型パッド電極（図示せず）と、アノード電極であるｐ型パッド電極１８ｂとを備
えている。発光領域１２は、基板１１上にｎ型半導体層１２ａと、活性層１２ｂと、ｐ型
半導体層１２ｃとが積層された構成をしている。また、基板１１には、スルーホール２１
４ａおよび２１４ｂが形成されている。データ線２０は、ＬＥＤチップ１０ｌのスルーホ
ール２１４ｂを貫通し、ＬＥＤチップ１０ｌのｐ型パッド電極１８ｂに、導電性樹脂１８
ｃにより接続されている。このデータ線２０は、隣り合うＬＥＤチップ１０ｍのスルーホ
ール２１４ｂを貫通し、ＬＥＤチップ１０ｍのｐ型パッド電極１８ｂと導電性樹脂１８ｃ
により接続されている。
【０１６２】
　ここで、スルーホール２１４ｂは、データ線２０が接続されたｐ型パッド電極１８ｂに
近い面、すなわち、基板１１の表面の孔径が、基板１１の裏面の孔径よりも大きくなるよ
うに形成されている。このように、データ線２０が接続されているｐ型パッド電極１８ｂ
に近い面側の孔径をｐ型パッド電極１８ｂから遠い面側の孔径よりも大きく形成すること
で、データ線２０がスルーホール２１４ｂと接触することによりダメージを受けるのを抑
制することができる。
【０１６３】
　また、データ線２０は、ｐ型パッド電極１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極１８ａと接続
されてもよい。この場合、ｎ型パッド電極１８ａが形成された面の孔径が、ｎ型パッド電
極１８ａが形成されていない面（図２８では、基板１１の裏面）の孔径よりも大きくなる
ように、スルーホール２１４ａを形成するとよい。
【０１６４】
　また、図２９に示すＬＥＤチップ１０ｎおよび１０ｐは、図２８に示したＬＥＤチップ
１０ｌおよび１０ｍと同様の基板１１と、ｎ型パッド電極（図示せず）と、ｐ型パッド電
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極１８ｂとを備えている。また、基板１１には、スルーホール２１５ａおよび２１５ｂが
形成されている。さらに、データ線２０は、ＬＥＤチップ１０ｎのスルーホール２１５ｂ
を貫通し、ＬＥＤチップ１０ｎのｐ型パッド電極１８ｂに、導電性樹脂１８ｃにより接続
されている。このデータ線２０は、隣り合うＬＥＤチップ１０ｐのスルーホール２１５ｂ
を貫通し、ＬＥＤチップ１０ｐのｐ型パッド電極１８ｂと導電性樹脂１８ｃにより接続さ
れる。
【０１６５】
　ここで、スルーホール２１５ｂは、データ線２０が接続されたｐ型パッド電極１８ｂに
近い面、すなわち、基板１１の表面の孔径が、基板１１の裏面の孔径よりも小さくなるよ
うに形成されている。このように、データ線２０が接続されているｐ型パッド電極１８ｂ
に近い面側の孔径がｐ型パッド電極１８ｂから遠い面側の孔径よりも小さく形成されるこ
とで、データ線２０の可動範囲が制限される。したがって、データ線２０とｐ型パッド電
極１８ｂとの接続点にかかる機械的負荷をより効果的に抑制することができる。
【０１６６】
　また、データ線２０は、ｐ型パッド電極１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極１８ａと接続
されてもよい。この場合、ｎ型パッド電極１８ａが形成された面の孔径が、ｎ型パッド電
極１８ａが形成されていない面（図２９では、基板１１の裏面）の孔径よりも小さくなる
ように、スルーホール２１５ｂを形成するとよい。
【０１６７】
　また、図２８、図２９のさらなる変形例も考えられる。図３０に示すＬＥＤチップ１０
ｑおよび１０ｒは、ＬＥＤチップ１０ｑおよび１０ｒに設けられたスルーホールの内面が
、スルーホール内を通る配線が接続される電極側（図３０では、基板１１の表面側）に傾
斜したものである。スルーホールの傾斜以外の構成については、図２８、図２９の説明で
述べた内容と同じであるので、説明を省略する。
【０１６８】
　図３０に示すように、隣り合うＬＥＤチップ１０ｑおよび１０ｒにおいて、スルーホー
ル２１６ｂの内面は、スルーホール２１６ｂ内を通るデータ線２０が接続されたｐ型パッ
ド電極１８ｂ側（ＬＥＤチップ１０ｑ、１０ｒの各々の中心側）に傾斜している。さらに
詳細には、スルーホール２１６ｂが貫通する基板１１の両面のうち、スルーホール２１６
ｂ内を通るデータ線２０が接続されるｐ型パッド電極１８ｂが位置する一方の面（上面）
におけるスルーホール２１６ｂの内面位置が、上述した一方の面と対向する他方の面（下
面）における内面位置よりも、スルーホール２１６ｂ内を通るデータ線２０が接続される
ｐ型パッド電極１８ｂ側に近接している。このように、スルーホール２１６ｂの内面を、
ｐ型パッド電極１８ｂ側（ＬＥＤチップ１０ｑ、１０ｒの各々の中心側）に傾斜して形成
することにより、データ線２０がその撓みに沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホー
ル２１６ｂ内に配置される。したがって、スルーホール２１６ｂ内を通過するデータ線２
０を、ｐ型パッド電極１８ｂと容易に接続することができる。
【０１６９】
　なお、スルーホール２１６ｂの内面の傾斜は、ｐ型パッド電極１８ｂに近い内面のみに
限らず、スルーホール２１６ｂの内面全面がｐ型パッド電極１８ｂ側に傾斜していてもよ
い。
【０１７０】
　また、データ線２０は、ｐ型パッド電極１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極（図示せず）
と接続されてもよい。この場合、スルーホール２１６ａの内面を、ｎ型パッド電極側に傾
斜して形成することにより、スルーホール２１６ａ内を通過する配線３０を、ｎ型パッド
電極１８ａと容易に接続することができる。
【０１７１】
　なお、上記に説明した図２８から図３０に示した接続は、データ線２０に代えて、アド
レス線３０についても同様に適用することが可能である。
【０１７２】
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　以上、本実施の形態に係る発光デバイスによると、ＬＥＤチップに設けられたスルーホ
ールの孔径が基板の表面と裏面とで異なるように形成されているので、配線とＬＥＤチッ
プとの接続点にかかる負荷を低減して、発光デバイスの破損を効果的に抑制することがで
きる。また、ＬＥＤチップに形成されたスルーホールの内面を電極側に傾斜して形成する
ことにより、配線がその撓みに沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホール内に配置さ
れる。したがって、スルーホール内を通過する配線を、電極と容易に接続することができ
る。
【０１７３】
　（実施の形態５の変形例）
　次に、実施の形態５の変形例について説明する。本実施の形態に係る発光デバイスが実
施の形態５に示した発光デバイスと異なる点は、ＬＥＤチップを構成する基板が半導体基
板であり、半導体基板内にスルーホールを形成している点である。
【０１７４】
　図３１～図３３は、本実施の形態に係る発光デバイスのＬＥＤチップの構成を示す断面
図である。
【０１７５】
　図３１に示すように、ＬＥＤチップ１００ｅは、基板（積層体構造）３１０と、カソー
ド電極であるｎ型パッド電極３１８ａと、アノード電極であるｐ型パッド電極３１８ｂと
を備えている。基板（積層体構造）３１０は、導電基板３１０ａ上にｎ型半導体層３１０
ｂと、活性層３１０ｃと、ｐ型半導体層３１０ｄとが積層された構成をしている。また、
基板（積層体構造）３１０には、スルーホール３１４が形成されている。さらに、ｐ型パ
ッド電極３１８ｂには、配線３７０（例えば、データ線２０、アドレス線３０）が接続さ
れている。配線３７０の表面は、絶縁膜によりコーティングされている。配線３７０は、
スルーホール３１４を貫通し、隣り合うＬＥＤチップ（図示せず）の電極と接続される。
【０１７６】
　ここで、スルーホール３１４は、配線３７０が接続されたｐ型パッド電極３１８ｂに近
い面、すなわち、基板（積層体構造）３１０の表面の孔径が、裏面の孔径よりも大きくな
るように形成されている。このように、配線３７０が接続されているｐ型パッド電極３１
８ｂに近い面側の孔径をｐ型パッド電極３１８ｂから遠い面側の孔径よりも大きく形成す
ることで、配線３７０がスルーホール３１４と接触することによりダメージを受けるのを
抑制することができる。
【０１７７】
　なお、配線３７０は、絶縁膜によりコーティングされていなくてもよい。この場合、ス
ルーホール３１４の内面が絶縁膜によりコーティングされていればよい。また、配線３７
０は、ｐ型パッド電極３１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極３１８ａと接続されてもよい。
この場合、ｎ型パッド電極３１８ａが形成された面の孔径が大きくなるように、スルーホ
ール３１４を形成するとよい。
【０１７８】
　また、図３２に示すように、ＬＥＤチップ１００ｆのスルーホール３１５は、配線３７
０が接続されたｐ型パッド電極３１８ｂに近い面、すなわち、基板（積層体構造）３１０
の表面の孔径が、裏面の孔径よりも小さくなるように形成されていてもよい。このように
、配線３７０が接続されているｐ型パッド電極３１８ｂに近い面側の孔径が、ｐ型パッド
電極３１８ｂから遠い面側の孔径よりも小さく形成されることで、配線３７０の可動範囲
が制限される。したがって、配線３７０とｐ型パッド電極３１８ｂとの接続点にかかる機
械的負荷をより効果的に抑制することができる。
【０１７９】
　なお、図３２の構成においても、配線３７０は、絶縁膜によりコーティングされていな
くてもよい。この場合、スルーホール３１５の内面が絶縁膜によりコーティングされてい
ればよい。また、配線３７０は、ｐ型パッド電極３１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極３１
８ａと接続されてもよい。この場合、ｎ型パッド電極３１８ａが形成された面の孔径がｐ
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型パッド電極３１８ｂから遠い面側の孔径よりも小さくなるように、スルーホール３１５
を形成するとよい。
【０１８０】
　図３１および図３２に示した発光デバイスによると、ＬＥＤチップに設けられたスルー
ホールの孔径が基板の表面と裏面とで異なるように形成することで、配線とＬＥＤチップ
との接続点にかかる負荷を低減して、発光デバイスの破損を効果的に抑制することができ
る。
【０１８１】
　また、図３３に示すように、ＬＥＤチップ１００ｇに設けられたスルーホール３１６の
内面は、スルーホール３１６内を通る配線３７０が接続されるｐ型パッド電極３１８ｂ側
に傾斜していてもよい。
【０１８２】
　ここで、スルーホール３１６の内面は、スルーホール３１６内を通る配線３７０が接続
されたｐ型パッド電極３１８ｂ側に傾斜している。さらに詳細には、スルーホール３１６
が貫通する基板３１０の両面のうち、スルーホール３１６内を通る配線３７０が接続され
るｐ型パッド電極３１８ｂが位置する一方の面（上面）におけるスルーホール３１６の内
面位置が、上述した一方の面と対向する他方の面（下面）における内面位置よりも、スル
ーホール３１６ｂ内を通る配線３７０が接続されるｐ型パッド電極３１８ｂ側に近接して
いる。このように、スルーホール３１６の内面を、ｐ型パッド電極３１８ｂ側に傾斜して
形成することにより、配線３７０がその撓みに沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホ
ール３１６内に配置される。したがって、スルーホール３１６内を通過する配線３７０を
、ｐ型パッド電極３１８ｂと容易に接続することができる。
【０１８３】
　なお、スルーホール３１６の内面の傾斜は、ｐ型パッド電極３１８ｂに近い内面のみに
限らず、スルーホール３１６の内面全面がｐ型パッド電極３１８ｂ側に傾斜していてもよ
い。
【０１８４】
　また、配線３７０は、ｐ型パッド電極３１８ｂに限らず、ｎ型パッド電極３１８ａと接
続されてもよい。この場合、スルーホール３１６の内面を、ｎ型パッド電極３１８ａ側に
傾斜して形成することにより、スルーホール３１６内を通過する配線３７０を、ｎ型パッ
ド電極３１８ａと容易に接続することができる。
【０１８５】
　以上、本実施の形態に係る発光デバイスによると、ＬＥＤチップを構成する基板が半導
体基板である場合であっても、ＬＥＤチップに設けられたスルーホールの孔径が基板の表
面と裏面とで異なるように形成することで、配線とＬＥＤチップとの接続点にかかる負荷
を低減して、発光デバイスの破損を効果的に抑制することができる。また、ＬＥＤチップ
に形成されたスルーホールの内面を電極側傾斜して形成することにより、配線がその撓み
に沿って機械的負荷の少ない状態でスルーホール内に配置される。したがって、スルーホ
ール内を通過する配線を、電極と容易に接続することができる。
【０１８６】
　なお、上記した実施の形態は一例であり、本開示は上記した実施の形態に限定されるも
のではない。
【０１８７】
　例えば、ＬＥＤチップを構成する基板は、導電性基板であってもよいし、絶縁性基板（
絶縁体）であってもよいし、ｎ型半導体基板であってもよい。
【０１８８】
　また、絶縁性配線は配線（データ線およびアドレス線）と同一のスルーホール内を通過
するものであってもよい。
【０１８９】
　また、スルーホールの数は上記した実施の形態に示した数に限定されず、他の数であっ
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てもよい。また、スルーホールの孔径の大きさは、上記した実施の形態に示したものに限
定されず、適宜変更してもよい。また、スルーホールの孔径の形状は、どのような形状で
あってもよいが、スルーホールを貫通する配線または絶縁性配線に機械的負荷がかからな
い形状であるのが好ましい。
【０１９０】
　また、ＬＥＤチップの各構成を形成する際に、パターニングに使用するマスクパターン
は、上記した実施の形態に示したパターンに限らず他のパターンであってもよい。
【０１９１】
　また、発光デバイスの製造工程は、上記した工程に限らず、工程の順を入れ替えたり他
の工程を追加したりしてもよい。
【０１９２】
　また、スルーホールの形成は、ＬＥＤチップのｎ型パッド電極およびｐ型パッド電極の
形成後に行ってもよいし、ＬＥＤチップのｎ型パッド電極およびｐ型パッド電極の形成前
に行ってもよい。
【０１９３】
　また、スルーホールを貫通する配線は、導電性を有する配線であってもよいし、導電性
を有さない絶縁性配線であってもよい。また、配線または絶縁性配線のスルーホールへの
貫通の方法は、適宜変更してもよい。
【０１９４】
　また、上述した説明では、配線をマトリクス状に接続する回路を中心に説明したので、
ＬＥＤチップのアノード（ｐ型半導体層）同士、カソード（ｎ型半導体層）同士を接続す
る構成を示したが、ＬＥＤチップを直線状に接続する場合は、上述した全ての実施の形態
において、図２３や図２５に示すようにアノード（ｐ型半導体層）とカソード（ｎ型半導
体層）を接続してもよい。
【０１９５】
　また、上記した特徴を有する発光デバイスは、表示装置として用いてもよい。これによ
り、配線基板を曲面状に撓ませて使用するような表示装置であっても、導体と発光デバイ
スの接続点にかかる負荷を低減して、発光デバイスの破損を抑制することができる。
【０１９６】
　以上、本実施の形態に係る発光デバイスについて、実施の形態に基づいて説明したが、
本開示はこの実施の形態に限定されるものではない。本開示の主旨を逸脱しない限り、当
業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成
要素を組み合わせて得られる形態も本開示の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１９７】
　本開示に係る発光デバイスは、曲面状に撓ませて使用するディスプレイ装置等に利用す
ることができる。
【符号の説明】
【０１９８】
　１　発光デバイス
　１０　ＬＥＤチップ、ＬＥＤデバイス
　１１　サファイア基板（基板）
　１２　発光領域
　１２ａ、３１０ｂ　ｎ型半導体層
　１２ｂ、３１０ｃ　活性層（発光層）
　１２ｃ、３１０ｄ　ｐ型半導体層
　１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、１４ｅ、１４ｆ、１１４、２１４ａ、２１４
ｂ、２１５ａ、２１５ｂ、２１６ａ、２１６ｂ、３１４、３１５、３１６　スルーホール
　１６　ｎ型電極（第２の電極）
　１７　ｐ型電極（第１の電極）
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　１８ａ、１３８ａ、３１８ａ　ｎ型パッド電極（第２の電極）
　１８ｂ、１３８ｂ、３１８ｂ　ｐ型パッド電極（第１の電極）
　１８ｃ、１８ｄ　導電性材料
　２０　データ線（配線）
　２０ａ　データ線群（配線）
　３０　アドレス線（配線）
　３０ａ　アドレス線群（配線）
　４０　フィルム
　５０　データドライバ
　６０　走査データドライバ
　１７０、３７０　配線
　１８０　絶縁性配線
　３１０　基板（積層体構造）
　３１０ａ　導電基板

【図１】 【図２】
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